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B. WAZYNSKA, M. B. SWIERCZYNSKA, T. JASIEWICZ: Badania zmian morfologicz-
nych produktow rozkfadu parawolframianu amonowego.

Zbadano wptyw temperatury rozktadu na wtasciwosci i morfologie tlenkow otrzyma-
nych z trzech rodzajow PWA (igtowych i ptytkowych). Zaobserwowano, ze produkty
rozktadu PWA zachowuja ksztalt wyjsciowych ziarn. Parametry ksztattu ulegajg zmia-
nom w funkcji temperatury. Wzrost temperatury prazenia wyraznie zmniejsza powierz-
chnie witasciwa badanych 'proszk(')w i powoduje istotne zmiany morfologii.

P. KAMINSKI, B. SURMA, S. STRZELECKA: Centra defektowe w warstwach epitaksjal-
nych GaAsgePo,a

Metoda niestacjonarnej pojemnosciowej spektroskopii gtebokich poziomoéw prze-
prowadzono badania centrow defektowych w warstwach epitaksjalnych GaAsg P4
domieszkowanych tellurem. Zaobserwowano, ze po procesie dyfuzji cynku w ob-
szarze typu n moze wystepowac kilkakrotny wzrost koncentracji centrow B, zwigza-
nych z dyslokacjami oraz silny spadek koncentracji centrow A, zwigzanych z wd(an-
sami galowymi.

W. STRUPINSKI, W. BRZOZOWSKI|: Epitaksja GaP/GaP z fazy gazowej dla przyrzadéw
emitujgcych swiatfo zofto-zielone. Wiasnosci strukturalne i elektrooptyczne

W pracy przedstawiono wyniki badan dotyczacych otrzymywania cienkich warstw
GaP:N metoda epitaksji VPE, CVD w uktadzie Ga-PH;-HCI-H,. Okreslono zaleznosci
migdzy parametrami procesu wzrostu a wtasnosciami wytwarzanych warstw (w szcze-
golnosci efekt PL i EL). W wyniku pokonania trudnosci wysokiego domieszkowania
atomamiN — do 10%°/cm?, wykonano struktury Swiecace swiattem z6tto-zielonym, z6t-
tym oraz pomaranczowym (554 — 612 nm).

E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA, J. TOMASZEWSKI, A.BRZOZOWSKI, J. SARNECKI:
Ograniczenie zjawiska samodomieszkowania w epitaksji krzemu

Przedstawiono metody ograniczenia samodomieszkowania poprzez prowadzenie wie-
loetapowego wzrostu. Podano przyktady procesow epitaksji.

E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA, J. SKWARCZ, A. SZYMKIEWICZ: Krzemowe wars-
twy epitaksjalne o zmiennym profilu rezystywnosci

Oméwiono metodyke otrzymywania krzemowych warstw epitaksjalnych o zmiennym
profilu rezystywnosci na przyktadzie warstw dla warikapu i tranzystora mocy.
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B.WAZYNSKA, M.B. SWIERCZYNSKA, T. JASIEWICZ: On the morphology products of
thermal decompositions of ammonium paratungstate

Ifluence of the decomposition temperature on the properties and morphology of WO,
were investigated.

It was observed, that the products of decomposition preserved shape of APT. Influence
of temperature on shape parameters was noticed. Increasing decomposition tempera-
ture reduced value of specific areas and changed morphology of oxides.

P. KAMINSKI, B. SURMA, S. STRZELECKA: Defect centers in GaAs ¢ Po,s epitaxial lay-
ers

DLTS capacitance spectroscopy technique has been used to detect defect centers in
Te-doped GaAs Po,4 epitaxial layers. As shown in the paper after zinc diffusion the
concentration of the dislocations associated B centers can rise in several times and the
concentration of the gallium vacancies associated A centers can strongly decrease in
n-type region.

W. STRUPINSKI, W. BRZOZOWSKI: Vapour phase epitaxy for devices emitting the yel-
low-green light. The structural and electrooptical properties

The authors report the results of the experiments of deposition thin layers — GaP:N by
epitaxial method VPE, CVD in Ga-PH;-HCI-H, system. The purpose of this work was to
determine the influence of the proces’s parameters on electrooptical properties of the
product (particularly the effect PL and EL). After obtaining high doped epilayers by
atomsN — untial 10%*/cm?, the junction p-n emitting yellow-green, yellow, and orange
light (554-612 nm) were produced.

E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA, J. TOMASZEWSKI, A.BRZOZOWSKI, J. SARNECKI:
Limitation of autodoping effects in a silicon epitaxy

The methods of limiting the autodoping by means of multi-steps epitaxial growth are
descibed. The examples of the epitaxial posesses are given.

E. NOSSARZEWSKA-ORLOWSKA, J. SKWARCZ, A. SZYMKIEWICZ: Silicon epitaxial
layers with profiled resistivity

The method of obtaining silicon epitaxial layers with profiled resistivity is described.
The examples of the layers for varicapsand power transistors fabrication are given.
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6. BAKUHbLCKA, M. B. UBEPYUHLCKA, T. ACEBUY: Mopgonoeua npodykmos mep-
MUYECK020 Pa3fIoXeHUA Napasoib@pPamamoe aMMOHUA

WcnepoBaHo BNuAHUE TeMNEPaTypbl Pa3noX eHUA Ha CBOWCTBa M MOPGONOormMio Tpex
okucnos Bonbpama, NONYYEHHbIX U3 TPex NapTMi rnoo6pasHsix U NNacTMHoo6pas-
Hbix MBA. Moka3aHo, Y4To 3TM NPOAYKTH coxpaHalT hopmy sepeH NBA. Mapametpsi
($OopMbl MEHAIOTCA B 3aBUCMMOCTU OT TEMNEpaTypbi.

Poct temnepaTtypbl yMeHblWwaeT cO6CTBEHHYIO NOBEPXHOCTb MCCNEAyeMbiX OKUCNOB
¥ BNUAET Ha X Mopdonoru.

N. KAMUHBCKW, 6. CYPMA, C. CT LUENEUKA: JepexmHsie ueHmpsi 8 3numaxcuas-
HbIX CIIOAX

Mo meToAay HecTaumoHapHOW EMKOCTHOW CNeKTpocKonuu Tnybokux ypoBHen npose-
AeHbl NcCNeaoBaHnUA AedeKTHbIX LeHTPOB B 3nuTakcuanbHbix nnedkax GaAs, ¢Py 4 ne-
rupoBaHHbix Tennypom. O6HapyxeHo, 4yto nocne aAuddysum umHka B obnactm
N — TMNa NPOUCXOAUT YBENUYEHUE B HECKO/bKO Na3 KOHUEHTPaUMMN CBA3AHHbIX C ANC-
NOKauMAMM UEHTPOB B n cunbHoe yMeHbWeHNE KOHUEHTPaunmM UEHTPOB A, CBA3aHHbLIX
C ranfiMBbiM1 BaKaHCUAMMU.

§

B. CTPYNMUHbLCKW, B. BXXO30BCKW: 3numakcua GaP/GaP u3 eazoeou ¢ghazsl 0na
npuGopPo. XENMOo-3enéHo20 uznyyerud. OnmoanekmpuyecKkue u cmpyKmypasibHble
ceoucmea

B pabore npeactaBneHbl pe3yNbTaTbl WUCAEAOBAHUA NONYYEHUA 3NUTAKCUANbHBIX
cnoés GaP:N ¢ ucnonbszosanunem meronos VPE CVD 8 cucteme Ga-PH;-HCI-H,.
OnpepeneHa 3aBUCMMOCTb CBOICTB NOMbIYEHHbIX CNOEB (B 48CTHOCTU hOTO U INEKTPO-
MNIOMUHECUEHUWNM) OT TEXHONOMMYECKUX napameTpos npouecca. Peaynstatom uccne-
A0BaHW 6bIN0 OCaXK AEHWE BbICOKO NerMpoBaHHbIX CNOEB 0 KOHUEeHTpauun azota N ao
10%/cm?, Ha KOTOPbIX NOCTPOEHO CTPYKTYPbl SMUTUPYIOLLME X ENTO-3ENEHBINA, X ENTHIN
1 oparkeBbivi useT (4 =554 - 612 um)

3. HOCCAXEBCKA-OPJTOBCKA, A. TOMA UEBCKW, A. BX)XO30BCKW, E. CAPHELIKU:
llooaeneHue A8neHUA A8MONE2UPOBAHUA 8 INUMAKCUU KPDEMHUSA

OnucaHbl METOAbLI MOHWKEHUA asronernposaHua NYyTEM MHOrOCTENEHHOro 3nuTa-
KCUanbHOro pocra. anBeAeHbI npumepsbl aNnTakCnanbHbLIX NPoUeccos.

3. HOCCAXEBCKA-OPTOBCKA, E. CKBAPY, A. UbIMKEBWUY: Kpem+ueesie anuma-
KCUQIbHbIE C/IOU C U3MEHAIOWUMCA NPpogdunem y0esibHoeo conpomugneHus

MpeacraBneH MeToA NONYYEHMA KPEMHUEBbIX 3MUTaKCUanbHbIX CNOEB C U3MEHRAI-
WuMca NpodunemM yaensHOro CoONpoTUBNEHUA Ha NpUMepe CMoes Ana Bapukanos
1 MOLLHbIX TPAH3UCTOPOB.
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